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Datasheet

Silizium-Planar-Transistor 2 “ 7"8

Ausfiihrung

npn-Silizium-Epitaxial-Planar-Transistor. Metallgehduse, Kollektor ist mit dem Gehiuse ver-

bunden,

Verwendung

Transistor fir kommerzielle Anwendungen,

£. B. sehr schnelle Schalter,

Abmessungen
(Male in mm)

GehBuse TO-18
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Grenzdaten
| Verlustlelstung Ty = 85°*C Piat as0 mw
Te = 25°C 1,2 w |
Te =100 °C Ga0 mW

Kollektor-Basis-Spannung Ty = 25°C Urso 40 v
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 15 W
Emitter-Basis-Spannung Ugeo 5 W
Kollektorstrom e 100 m.A,
Sperrschichttemperatur +Tj 200 C
Maximale Lagertemperatur +Tg 300 *C
Minimale Lagertemperatur —Ts B5 ‘c |
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SEL Transistor 2N708 Datasheet
Statische Kenndaten bei Ty = 25 *C
Kollektor-Basis- Ugg =20V lceo < 25 nA
Reststrom
Kaollektor-Emitter- Uge= 20V, Uge=1025 Vv lepy® =10 b
Reststrom
Emitter-Basis- —Ugp =4 V lego =< 01 T
Reststrom i
Kollektor-Emitter- leg =10mA, lg =1 mA UcEsat = 04 W
Restspannung
Basis-Emitter- le =10mA, Ilg =1mA Uge 0,72 < 0,8 W
Spannung i
Gleichstram- lg =10mA, Ugg=1V B 30 ... 120
verstarkung
Warmewiderstand ohne Kihlfliche Renu 0.5 ‘Cimw
L (Sperrschicht-Gehiuse) Rine 0,15 *ClmW
» Ti = 125 °C
Dynamische Kenndaten bei T, = 25 °C
Emitterschaltung
Grenzfrequenz | Uge= 10V, le =10mA I fr = 300 MH:z
Einschaltzeit II lg = 10 mA tein 40 ns
Ausschaltzeit | taus 75 ns
Speicher-Zeit- lg =10 mA g 25 ns
konstante -
Basisschaltung
| Ausgangskapazitét | Ugg= 10 "u" lge =0 ‘ Cab i i pF
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